P1:

1)

Forward Biased | Recerse Biased
V diode | 710,2 O 00

Olcii aletini dogru bagladigimizda 720 Q luk bir direnc gériiyoruz, ters bagladigimizda ise 6lcii aletinde
0 gorliyoruz yani sonsuz (o) direc , 6lcti aleti bu degeri 6lcemedigi icin gbsteremiyor.

Part2 :
1)
Diyot voltaji | Kaynak voltaji Diyot voltaji BZX55C’ nin lizerinden
(6lciilen) gecen akim

0.35 0.33 0.33 0
0.45 0.44 0.44 0
0.55 0.53 0.53 0
0.60 0.63 0.63 0
0.65 0.70 0.66 0.12mA
0.70 1.05 0.72 1mA
0.75 1.74 0.75 3mA
0.80 6.75 0.80 25.5mA

Diyot tizerindeki gerilim arttikca 0.66 V a kadar diyottan akim ge¢miyor. 0.66 V ‘u yani silikon diyodun
esik gerilimini astiktan sonra iletime gecmeye basliyor.

2)
Vkaynak | Vzener (Olciilen) | lzener (lctilen)
3,5 3,53 0,98
4 4 1
4,5 4,58 1,06
5 5 1
5,5 5,51 1
6 6,05 0,99
6,5 6,07 1,07
7 6,09 1,3
7,5 6,11 1,22
8 6,12 1,3
9 6,14 1,46
10 6,16 1,62
11 6,18 1,7
12 6,22 1,92
13 6,25 2,08
14 6,3 2,15
15 6,35 2,22




Zener diyot devreye ters baglandiginda normal diyottan farkh olarak Gzerindeki gerilimin esik voltaji
‘na kadar yiikselmesine izin veriyor(burada 6,3 civarinda), esik voltajini astiktan sonra ise voltaj sabit
kalyor ve kaynak gerilimi arttikca dolayisiyla artik zenerin lizerinden gecen akim artiyor.

3)
Ters gerilimde Akim - Gerilim Grafigi
2.5
2 /
15
lzener
1 i—
0.5
0
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Vzener
Part3:
3)
Vout
Vs=12V Vs=8V
RL=8200Q RL=330Q RL=820Q RL=330Q
Rs=6200Q 6,12 4,202 4.5 2,18
Rs =390 Q 6,19 6,18 6,144 6,13
Rs=100Q 6,3 6,33 6,18 6,22




4)

Vout
Vs=12V Vs=8V
RL.=8200Q RL=330Q RL=820Q RL=330Q
lz(ma) IL(mA) lz(mA) IL{mA) lz(mA) IL(mA) lz(mA) IL{mA)
Rs=6200Q 1,98 7.4 0,3 12,2 0,2 54 0,1 8,2
Rs =390 Q 7,3 79 -3,82 18,72 -2,62 7.4 -13,8 18,5
Rs=100Q 49,4 7,6 36,82 19,18 10,7 7,5 -1 18,8




